




















专利名称(译) 含有含碳材料的透明导电电极叠层

公开(公告)号 US20140084253A1 公开(公告)日 2014-03-27

申请号 US13/626418 申请日 2012-09-25

[标]申请(专利权)人(译) 国际商业机器公司

申请(专利权)人(译) 国际商业机器公司

当前申请(专利权)人(译) GLOBALFOUNDRIES INC.

[标]发明人 CHEN TZE CHIANG
HANNON JAMES B
LI NING
OIDA SATOSHI
TULEVSKI GEORGE S
SADANA DEVENDRA K

发明人 CHEN, TZE-CHIANG
HANNON, JAMES B.
LI, NING
OIDA, SATOSHI
TULEVSKI, GEORGE S.
SADANA, DEVENDRA K.

IPC分类号 H01L51/54 B32B27/06 B32B9/04 B32B15/00 B82Y30/00

CPC分类号 H01L51/5221 B32B9/04 B32B15/00 B32B27/06 B82Y20/00 B82Y30/00 H01L51/5088 H01L51/5206 
H01L51/5215 Y10T428/31678 Y10T428/31938

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种包含功函数调节的含碳材料的透明导电电极堆。具体地，透明
导电电极叠层包括含碳材料层和功函数改性材料层。与仅包括层的透明
导电电极相比，透明导电电极堆叠中的功函数改性材料的存在将含碳材
料层的功函数转移到更高的值以更好地空穴注入OLED器件中含碳材料和
无功函数改性材料。
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